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スマートフォンなど小型ディスプレイパネルの高性能化の要求に対して、高移動度でCMOS駆動が可能な

ポリSi TFT (Thin Film Transistor)は、重要な薄膜素子であり、ガラス上のみでなくフレキシブルなパ

ネル上の応用も始まり、高性能化の要求に加えて、より低温での安定な製法が求められている。ガラス上

の非晶質シリコン(a-Si)膜から高い電界移動度を示すポリSi膜を得るため、ELA (Excimer Laser 

Annealing)法が有効である。超短時間のパルス光（20-30ns）によるELA法は、LTPS（Low Temperature 

Poly Si）技術として日本をとりまく東アジア各国で盛んに用いられているが、さらにフレキシブルで折

り畳みも可能なPI(ポリイミド)シート上に高性能なTFT搭載技術も開発されてきた。 

前回、ガラス上のSi薄膜結晶化として、マルチショットパルス走査によるビーム照射後のSi膜面上の平

滑性、粒径の均一性などの課題を述べた [１]。今後のSi TFTのための低温結晶化技術の展望を考えるべ

く低温製法プロセスとデバイスの観点より、さらに課題をより明確にすることが重要であると考える。 

LTPSの製法の課題の一つは製造コストであるが、結晶化に小型の半導体レーザビームを用いることで低

コスト化ができる [2]。一方、フレキシブルなシート上の結晶化膜の実現のためには、スパッタ成膜法の

導入、レーザ照射時の下地基板構造の工夫などにより低温化プロセスが有利となるため、スパッタ法によ

るSi膜の膜質の改善、結晶化機構の理解が重要である。さらに高温が必要なソースドレイン構造、製法の

工夫、改善が求められる。 

今回は、有効な低温化法を念頭にして、CVD法とスパッタ法によるSi膜の膜質と結晶化の様子を比較、

解析し、課題を抽出して今後のLTPSへの可能性を議論したい。 
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